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Ansprttche 



(%) In cor.olithisch integrierter Teehnik ausgef Uhrte ■ 
Kollektqr.-Basis-Diode mit einem Halbleitersubstrat (1) 
eines bestimmten Leitfahigkeitstyps , einer auf das 
Substrat (1), aufgewachsenen Epitaxialschicht (2) des 
entgegengesetzten Leitfahigkeitstyps , : : v6n der ' eih feil 
als Kollektorzone (3) durch eine Isolierungsdif fusions- 
zone abgegrenzt ist, mit einer in die Kollektorzone 
;•( 3 -y , eir.diff undier t en • Basis zone (11) vom Leitfahigkeits- 
typ des Substrats (1) und mit einer in die Basiszone ' 
: (11) eindiffundier'ten Emitterzone '(12) .vom Leitfahig---. 
keitstyp der Kollektorzone (3), dadurch gekennzeichnet , 
dafi die Enitterzone.,(12) keine galvanische Verbindung 
zur Basiszone (11) und zur Kollektorzone. (3) hat. 

2. Koliek-or-Ba.sis-Diode. nach Anspruch 1, dadurch ge- ■ 
kennzeich.net, dafi indie Kollektorzone (3) eine hoch- 
dotierte Kollektor-AnschluBdif fusionszone (13) vom 
Leitfahigkeitstyp der Kollektorzone (3) eindif fundiert 
ist, die die Basiszone (11) ringformig umgibt. 
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3. Kollektor-Basis-Diode nach Anspruch 1 oder 2, da- 
durch gekennzeichnet, dafl unter der Basiszone (11) 
auf der Grenze zwischen dem Substrat (1) U nd der 
Kollektorzone (3) ein hochdotiertes Leitschichtgebiet 
(16) yoia Leitfahigkeitstyp der Kollektoranschlufidif- 
fusionszone (13) angeordnet ist. ' 

H. Kollektor-Basis-Diode nach den Anspriichen 1 bis 3, 
dadurch gekennzeichnet, dafi die' Kollektor-AnschluJS- 
diffusionszone (13) bis zu dem Leitschichtgebiet (16) 
reicht. 
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Irv monolithisch integrierter Technik ausgeftihrte 
' Kollektor-Basis-Diode . j . :^ ' \- . ' : 

Stand der- Technik 

Die Erfindunfe geht "aus von. einer. in monolithisch inte- 
grierter Technik ausgefUhrten Kollektor-rBasis-Diode ' 
nach der, Gattung des Hauptanspruchs . Aus der Valvo-Serie 

. "Elektrische Eigenschaf ten linear integrierter Schalr'^ 
tungen" . von J. Goerth, Seite 105/1977 ist bereits eine 
Kollektor-Basis-Diode dieser Art , bekannt.. Nach dieser 
Literaturs.telie: wird die n-leitende Emitter zone- mit der / 
p-leitencen Basis zone Uber eine Aluminium-Metallisierung. 
elektrisch leitend verbunden. Hierbei entsteht bei FluiS- 
polung. der Kollektor^Basis-Diode ein invers betriebener 
Transistor, dessen Stromverst&rkung dazu beitrSg't, daB 
der Nut z strom nicht direkt Uber das Basisgebiet in die 

jKbllektprzpne .injiziert wird_ Bei : KurzscbluB zwischen 
Emitter- and Basiszone wird der Nutzstrom im, wesent- ' ' 
lichen uber die Emitterzone in*die Basiszone und dann 
in die Kcllektorzone injiziert so daB im wesentlichen 
Majoritatstrager -die Koilektorzone- erreichen. Diese 
Majorit£ten kSnnen dann innerhalb der "sehr kurzen Re- 
laxaticnszeit die Koliektoranschluftelektrode erreichen ' 
und nicht uber die Potentialbarriere des Kollektor- * 
Substrat-pn-Obergangs zum Substrat abflieGen. Ledig- 
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lich die als Minoritaten direkt aus dem Basisgebiet 
injizierten Minoritaten . (LScher) konnen wegen ihrer 
langen Lebehsdauer im n-dotierten Gebiet das Substrat 
erreichen. Da der Nutzstrom bei Anwesenheit der Emitter/ 
zone im Basisgebiet und bei Kurzschlufl zwischen diesen 
Gebieten im wesentlichen als Majoritaten die Kollektor-. 
zone err eicht, hat man etwa eine urn den Faktor 10 ver- 
. ringerte Substratstromverstarkung gegentiber einer An- 
ordnung ohne Emitterzone. 

Kollektor-3asis-Dioden 3 bei denen die * Emitterzone mit 
der Basiszone kurzgeschlossen ist, mussen zunachst auf 
die Durchbruehspannung des reinen Kollektor-Basis-Durch- 
bruchs ausgesteuert werden, bevor die Sperrspannung * 
auf die niedrigere Sustaining- Voltage zusammenbricht . 
Wird der Kollektor-Basis-Durchbruch erreicht - wobei 
. einige Mikrpsekunden bereits gentigen - 9 so kann dies 
zur irreversiblen Zerstdrung des BaUelements fuhren. 

Der wesentliche Nachteil dieser Anordnung besteht darin, 
da£ die Durchbruehspannung der Basis-Kollektor-Diode 
auf die Sustaining-Voltage des Transistors reduziert 
wird. Diese liegt im allgemeinen etwa bei "20 Volt, 
wohingegen die reine Kollektor-Basis-Durchbruchspannung 
bei etwa 5Q Volt liegt. 

Vorteile der Erfindung 

Bei der erf indungsgemaflen Anordnung mit dem kennzeichnen- 
den Merknal des Anspruchs 1 ist der Effekt einer 
Sustaining-Voltage nicht gegeben, so daft die Druch- 
bruchspannung auf dem Wert der reinen Kdllektor- 
Basis-Durchbruchspannung erhalten bleibt. Die erfin- 
dungsgemajJe Kollektor-Basis-Diode ist also hochsperrend 
und besitzt eine herabgesetzte Substratstromverstarkung. 
• JAMIOiRO G/.S 
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Zeichnung 

• Eih Ausf Uhrungsbeispiel der . erf indttngsgemafien Kollektor- 
Basis-Diode ist in der Zeichnung dargestellt und in der 
nachfolgenden Beschreibung.naher erlautert.' Es zeigen- 

der Basis-Kollektor-Spannung bei der - erfindungsgemaBen 
Anordnung, Fig: 2 ^ Basis-Kollektor-Strom in Abhangig- 
keit von der Basis-Kollektor-Spannung bei .der bekannten 
Kollektor-Basis-Diode; bei der die Emitter zone mit der 
Basiszone Verbunden .ist, Fig. 3 einen Querschnitt durch 
erne erfindungsgemafie Kollektor-Basis-Diode. . -■ 

Bes chfeibung des Ausfilhrungsbeisp i si g 

■ In Pig. 3 ist. die in monolithisch integrierter Technik ' 
ausgefiihrte Kollektor-Basis-Diode gemafi der Erf indung 
dargestellt. Mit.-i ist , ein p-leitendes. Halbleitersub- 
strat bezeichnet. Auf das . Haibleitersubstrat 1 ist eine ' 
n-lextende. E P itaxialschicht.-2 aufgewachsen. Von der ' 
Epitaxialschicht 2- ist ein. Teil als Koiiektorzone 3 ' 
durch eine p -leitende Isolierungsdif fusionszone D ab- . ' 
.gegrenzt. In die Kollektorzone 3 ist eine p-leitende "" 
Basiszone 11 eindif f undiert,:ln die Basiszone' 11 .ist - ^ - 
eme.n -leitende Emitter zone 12" eindif fundiert. Die - 
•Emitterzone 12 hat keine galvanische Verbindung zur 
Basiszone 11. und- zur Kollektorzone 3, In die Kollektor- ■ 
zone 3 ist eine n -leitende' Kollektor-AnschluBdif fusions- 
zone 13. eindif fundiert, die die Basiszone- 11 ringformig 
umgibt. Unter der Basiszone 11 ist . auf der Grenze zwi- 
schen den Susbtrat 1 un d der Kollektorzone 3 ein n + -lei- 
tendes Leitschichtgebiet- 16 angeordnet. Die Koliektor- 
AnschluBdiffusionszone 13 reicht -bis zu dem .Leitschicht- 
gebiet 16 und ist mit diesem verschmolzen. 
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.Die Erfindung dient zur L3sung der Aufgabe, die Substrat- 
stromverstarkung herabzusetzen, Hierzu dient die flache, 
n -leitende Emitterzone 12. Hierbei soil die Flache 
dieser Zone moglichst weitgehend die Basiszone 11 
ausfttllen, damit man eine moglichst kleine Substrat- 
stromverstarkung erhalt. 

Die Emitterzone 12 ist derart in .die Basiszone 11 ,ein~ 
gebracht, daii kein ohmscher Kontakt mit der Kollektor- 
zone 3 und auch kein ohmscher Kontakt mit der . Anschlufi- 
elektrode 14 der Basiszone 11 (Aluminiumlegierungskon- 
takt) entsteht. Zwe'ckmSLftigerweise wird Qber der Emitter- 
zone 12 ein thermisches Oxid -aufgewachsen, so daJJ bei 
einer anschliefcenden Aluminiumbeschichtung kein gal- 
vanischer XurzschluJi zwischen der Emitterzone 12 und 
der Basisanschlufielektrode 14 entstehen kann. 

Die Sperrkennlinie beim Anlegen einer Spannung zwischen 
Basiskontaktelektrode 14 und Kollektorkontaktelektrode 
17 verlauft entsprechend Fig. 1. Bei einer zusatzlichen 
galvanischen Verbindung zwischen der Emitterzone 12 
und der Basisanschlufielektrode 14 ergibt .sich in be- 
•kannter Weise eine Sperrcharakteristik nach Fig. 2. 

Wird die Kollektor-AnschluBdif f usionszone 13 ringformig 
urn die Basiszone 11 gelegt, dann lassen sich Substrat- 
stromverstarkungen von B ^ 0,3 erreichen. 



130031/0341 



3002797 



r. fiO.O 8 .' 

Pb/JS 14. ,1.1980 



- Robert -Bos ch GmbH T 7000 Stuttgart 1 



, Zusammenf 



as sung 



Es wird eine in moriolithisch integrierter Technik aus- 
' gefUhrte ; Kollektor-Basis-Diode- vorgeschlagen. Auf einem - 
Halbleitersubstrat (1); eines bestimmteh, Leitf ahigkeits- ' 
typs isf eine Epataxialschicht (2) des entgegengesetzeh' ',. 
Leitfanigkeitstypsaufgewachsen.. Von dieser Epitaxial- 
schicht :(2) ist ein Teil als Kollektorzone' (3) durch ' ■ 
erne. Isolierungsdif fusionszone (« abgegrenzt . m die 
Kollektorzone. (3) ist eine Basiszone (11). voni Leit- 
fahigkeitstyp des.Substrats (!) eindif f undiert i In ■ 
dXf ^ as;Lszo ^,|li:)„ist' eine Emitterzone (121 W- Left- 
. fahigkeitstyp der .Kollektorzone (3) eindif f undiert " 
Die . Emitter zone :.( 12) bat keine galvanische Verbinduhg .'. 
zur Basiszone (11) Und <zur Kollektorzone ;(j)i'l n die . 
.Kollektorzone (3) ist ; eine hochdo.tierte Kollektor-An- 
schluBdif.fusionszone (i 3 ) vom Leitf ahigkeitstyp der - 
Kollektorzone (3) eindif f undiert, die die Basis zone 
(11) ringformig umgibt. Unter der, Basis zone (11) ist ' 
auf der Grenze z.wischen dem Substrat (1) un d der Kollek- . 
tqrzone C3) ein hochdotiertes Leitschichtgebiet (16) 
vom Leitfahigkeitstyp der •Kollektor-AnschiuMif fusions- ' 
zone (.13) angeordnet, Die Kollektof -Anschlufidif fusions- 
zone (13) reicht bis zu dem Leitschichtgebiet (16) 
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